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1. Esiti selkeisti ja lyhyesti
a) Teho-MOSFET:n piirrosmerkki, rakenne ja ominaisuudet
b) Kelan induktanssin suuruuteen vaikuttavat tekijét.
¢) Laske, paljonko kondensaattorista otetaan energiaa alkutilanteeseen
verrattuna, jos sen jénnite puoliintuu.

2. Kuvan 1 piirin IGB-tansistoria (n-tyyppinen) ohjataan jénnitteelld vgg, jonka
pulssisuhde on 2/5. Piirrd jénnitteiden v ja vce sekd virtojen ig, ikuorma ja igiodi
kiyrdmuodot allekkain kahden kytkentédjakson ajalta. Mika piirtédmistési virroista
on sama kuin virta #izngee? Kuristimen induktanssi on mitoitettu siten, etti virta
ikuorma ON aukollista.
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kuva 1. Tehtdvin 2 piiri.

3. Yksivaiheista tyristoritasasuuntaussiltaa ohjataan 90° sytytyskulmalla. Piirrd

alekkain sillan antaman tasajénnitteen ja kuormavirran periaatteelliset
kdyrdamuodot, kun

a) kuorma on puhdas resistanssi,

b) kuorma on induktiivien.

¢) kuorman paikalla on virtaldhde.

4. Yksivaiheinen puolisiltavaihtosuuntaaja
a) Piirrd IGBT-komponenteilla toteutetun suuntaajan péavirtapiiri.
b) Esitd, mihin tarvitaan kytkinkomponenttien rinnalle sijoitettuja ns.
nolladiodeja.
¢) Laske sillan ulostulojdnnitteen perusaallon tehollisarvo kiytettdessa
kanttiaalto-ohjausta, jos siltaa syottdvi tasajannite on 300 V.

5. Miten toteutetaan ja mihin perustuu
a) tasavirtamoottorin nopeudenséito tasasuuntaussiltaa kdyttaen,
b) oikosulkumoottorin nopeudensédts taajuudenmuuttajaa kiyttien.



